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ekil-1’deki yapı kullanılarak CMOS teknolojisi ile akım kontrollu ikinci ku ak

akım ta ıyıcı olu turulacaktır. Akım ta ıyıcının kutuplama akımının IO  150 A,
X ucundan içeriye do ru bakıldı ında görülecek Rx parazitik direncinin de de erinin   

Rx  (150 A/V)-1  bölgesinde olması öngörülmü tür.

a- Uygun bir CMOS gerçekle tirme teknolojisi seçiniz, devredeki MOS 
tranzistorların boyutlarını yukarıdaki artlara göre belirleyiniz. 

SPICE benzetim programını kullanarak
b-  Akım ta ıyıcının temel DC karakteristiklerini ( VX = VX (VY),  IX = IX (VY),        

IZ = IZ (IX) çıkartınız. Bunun için IO kutuplama akımını parametre alınız, her 
bir IO akımı için karakteristiklerinin nasıl de i ti ini gözleyiniz). 

c- Devrenin X ucundan içeriye do ru bakıldı ında görülecek Rx çıkı  direncinin 
frekansla de i imini inceleyiniz. (Yol gösterme: Bunun için Y ucunu referansa 
getirip, X ucuna bir VX gerilim kayna ı ba layınız, AC bile eni 1 alarak ve 
çalı ma frekansını uygun bir aralıkta tarayarak iX akımının nasıl de i ti ini
gözleyiniz, bunu parametre olarak aldı ınız her bir IO kutuplama akımı için 
tekrarlayınız). 

d- (c) de elde etti iniz sonuçlardan yararlanarak Rx direncinin IO akımı ile 
de i imini çiziniz. 

e- Devreyi analog çarpma devresi olarak çalı tırıp çalı tıramayaca ınızı
ara tırınız. Bunun için IO kutuplama akımını  uygulanacak bir giri
geriliminden istenen ekilde sa layacak ek bir düzenek tasarlayarak devrenizi 
geni letiniz. Olu turdu unuz çarpma devresinin ba ıntısını yazınız.

f- Analog çarpma devresinin karakteristiklerini SPICE benzetimi ile çiziniz. 
g- Elde etti iniz sonuçları, öngörülen hedefe ula ıp ula amadı ınızı, hesapla 

benzetim arasında fark varsa nedenlerini de belirterek yorumlayınız.

Kullanılacak CMOS teknolojisi WEB sayfasında belirtilen adresten alınabilir.
stedi iniz bir teknolojiyi seçebilirsiniz.

ekil-1. CMOS CCCII+ yapısı


